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Inventia se referd la tehnica de masurare, in particular la un rezistor semiconductor tensosensibil, care poate fi
aplicat pentru masurarea deformatiilor si deteriorarilor mecanice din cauza vechimii a constructiilor in electronica,
energetica atomica, constructia de masini, aviatie.

Cel mai aproape dupa esenta tehnica de rezistorul semiconductor tensosensibil propus este rezistorul semiconductor
fabricat din telurura de plumb [1].

Insa acest dispozitiv are valori relativ mici de sensibilitate si rezistentd mecanici. Acesta este neajunsul de bazi la
utilizarea lui 1n calitate de rezistor semiconductor tensosensibil.

deformatii de tip expansiune uniaxiala.

Problema se solutioneaza prin aceea ca rezistorul semiconductor tensosensibil este executat pe baza telururii de
plumb si confectionat in forma de fir din telurura de plumb dopata cu taliu avand urmatorul raport al componentelor,
% mas.:

taliu 0,030...0,646

telurura de plumb  restul.

Datele privind sensibilitatea rezistorului semiconductor tensosensibil la intinderea relativa Al/1 = 0,5% sunt
prezentate in tabel. Dupa cum se vede, proprietdti optimale are rezistorul semiconductor tensosensibil, componenta
caruia se descrie prin formula: Pbg g975T 19,9025 Te.

Tabelul
.. . . Sensibilitatea rezistorului semiconductor
Compozitia rezistorului gy . .
. . . ’ L tensosensibil AR/R (unit.rel.) la intinderea
Formula rezistorului semiconductor tensosensibil, % mas. rela-
semiconductor tensosensibil o
Plumb Taliu Telur tivd Al/1=0,5%

PbTe 62,000 0,000 38,000 2,0
Pbo.ogoT o001 Te 61,912 0,061 38,027 4,0
Pbog9ss T 1g0015Te 61,868 0,091 38,041 15,0
Pbo.g975T 19,0025 Te 61,780 0,152 38,068 20,0
Pbo.ogsT 1g00sTe 61,176 0,305 38,148 10,0
Pb.ogT 1o Te 61,120 0,610 38,270 7,0
PboossT1oo1sTe 60,680 0,646 38,674 4,0

in figura este prezentatd dependenta caracteristic a rezistentei normalizate de intinderea relativa a firului din Pb,.
«I 1, Te (x=0,0025).
Rezistorul semiconductor tensosensibil propus are sensibilitatea inaltd in comparatie cu rezistoarele tensosensibile
cristalele nedopate.
Analiza tabelului arata ca folosirea in calitate de rezistor semiconductor tensosensibil a firelor cristaline din Pb;.

determina prin aceea ca majorarea ulterioard a concentratiei de taliu duce la scaderea brusca a rezistentei mecanice a
firelor cristaline.

Cele mentionate mai sus sunt cauzate de urmatoarele fenomene. Doparea telururii de plumb cu taliu duce la
formarea benzii starilor cvasilocale in zona de valentd pe fondul spectrului permis. In regiunea concentratiilor de
taliu mici, cand nivelul Fermi abia intra In banda starilor cvasilocale, schimbarile neinsemnate ale concentratiei
purtatorilor de sarcind (de exemplu, cauzate de deformatie) duc la schimbarea esentiald a mecanismului de difuzie a
La concentratiile mai mari de taliu nivelul Fermi se adanceste in banda de impurititi. in acest caz schimbarile
nesemnificative In concentratia purtdtorilor de sarcind, cauzate de deformarea aplicati de acum nu cauzeaza
schimbarea semnificativd a mecanismului dispersiei din cauza densitatii mari a starilor cvasilocale ale benzii de
Probele au fost pregitite prin metoda umplerii cu masa topitda de Pb;T1,Te a capilarelor solide de cuart sub
presiune, cu cristalizarea ulterioarad directa a firelor obtinute. Sinteza substantei initiale, care corespunde formulei
date, se realiza prin topirea componentelor initiale (Pb, Te, T1), luate in proportii corespunzatoare dupa metoda
cunoscuti de obtinere a compusilor de tipul A'B®. Nemijlocit inainte de masurare izolatia din sticld din cuart se
dizolva in solutia de HF.

Introducerea impuritatilor influenteaza semnificativ si nemonoton asupra structurii dislocationale a materialului.
Scaderea densitatii dislocatiilor se incepe la anumite concentratii ale impuritatilor, care corespund formarii
atmosferelor de impuritati de capacitate mare pe dislocatii. in cazul telururii de plumb, dopat cu taliu, formarea
complexelor de structurd pe baza T1,,Te, In regiunea concentratiilor mici ale impuritatii duce la scaderea densitatii
dislocatiilor. Prin aceasta se explica faptul ca cristalele dopate au o rezistentd mecanica mai mare.
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tensosensibil este prezentata in figurd. Pe toatd regiunea tensiunilor aplicate se observda dependenta liniard a
rezistentei rezistorului semiconductor tensosensibil. Aceasta este cauzatd de aparitia pe fondul spectrului zonal
permis a benzii starilor cvasilocationale §i, ca urmare, a fenomenului observat.

Rezistorul semiconductor tensosensibil propus executat pe baza telururii de plumb dopati cu taliu se deosebeste de
rezistoarele tensosensibile semiconductoare cunoscute prin sensibilitatea mai inaltd intr-o gama largd. Aceasta da

deformatiilor.



